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摘 要

我們以射頻磁控濺鍍的方式(RF magnetron sputtering)成長Nd0.47Sr0.53MnO3薄膜，進而研究樣品在不同基座、不同成長溫

度及不同成長壓力下，其物理特性的改變。我們使用X- ray繞射分析薄膜結晶結構及晶格應力。我們發現當成長溫度愈高

時，其應力會有增加的趨勢。而熱激活能Eρ則隨成長壓力之增加而減小，且當通氧氧退火後使得應力和電阻率變小。 另

外，在鈦酸鍶SrTiO3 (001)基座成長不同比例成份之釹鍶錳氧Nd0.7Sr0.3MnO3薄膜，探討不同外加磁場下之磁阻特性、金

屬-絕緣體相變溫度TP與溫度電阻係數(Temperature coefficient of restistance, TCR)特性分析及熱激活能Eρ變化與TCR之關

係。在H=7 T時，有最大之負磁阻約為2669 %，在H=0 T時，有最大之TCR值為10.6 %K-1。熱激活能Eρ則隨磁場之增加

而減小。
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